IM-12 POLPRZEWODNIKI

|. Aparatura pomiar owa

1) zasilacz ze stabilizowanym napiem i ustawialnym ograniczeniemapu,
2) woltomierz cyfrowy Meratronik V-5xx,

3) miernik uniwersalny Keithley 2100 fywany jako amperomierz),

4) uktad do stabilizacji temperatury,

5) tranzystor mocy, wybor diod,

6) przewody paiczeniowe.

1. Tematy do kolokwium

Podstawowe wiasioi pétprzewodnikow:
1) pasma i przerwy energetyczne,
2) pOtprzewodniki samoistne oraz domieszkowane,
3) zfacze p-n (dioda), charakterystykagowo-nap¢ciowa I(U) dla diody,
4) mechanizm przewodnictwa diody, rownanie Schockley'a
5) budowa tranzystora bipolarnego,
6) wykorzystywana wwiczeniu metoda pomiaru e/kB.

I11. Przebieqg éwiczenia

1) Dioda

a) Ztazy¢ uktad wedtug schematu pokazanego penido wyboru jest dioda
prostownicza krzemowa, dioda germanowa, dioda Zgner
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b) Ustawt ograniczenie pdu na 50 mA, napcie na 0.0 V, wiczy¢ zasilacz i
podkczy¢ do niego uktad pomiarowy.

c) Zmierzy charakterysty& I(U) dla napg¢¢ od 0.0 do nie wicej niz 0.8 V dla
kierunku przewodzenia oraz dla ngpod 0.0 do 10 V dla kierunku zaporowego. A& jest,
aby dioda si nie grzata za bardzo. Czemu jest tame? Podczas pomiarowagrzmienia sj
o kilka rzzdow wielkasci, a napgcie niewiele. Jak opory wewtrzne wytych miernikow
wptywaja na wyniki?

2) Tranzystor



a) Zad& na regulatorze jak temperatug w granicach 30-60°C i poczekaz
temperatura dwzie stabilna (odchylenie pamij 0.1°C).

b) W tym czasie zbudowaiktad (wedtug schematu parj) pozwalagcy zmierzy
charakterystyk Ix(Ugg) tranzystora w uktadzie wspolnej bazy.
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c) Zmierzy¢ kilkanascie punktow k(Ugg), dla Usk = 0. Dobrze mié dane w jak
najszerszym zakresiegaow.
d) Powtorzy punkty 5 i 7 dla dwu innych temperatur.

V. Co powinno by¢é w sprawozdaniu

1) wstep teoretyczny w zakresie uzgodnionym z prowsagim ¢wiczenie

2) wykres charakterystyki pdowo-nap¢ciowej dla diody,

3) wykres Inl (U) dla diody dla kierunku przewodzenia,

4) jeden wykres z danymi Ipl(Ugg) dla tranzystora dla wszystkich temperatur razem,

5) jezeli otrzymane zalmaosci odbiegag od liniowasci, zwlaszcza dla diych lub matych
pradéw, to napisajakie s tego powody,

6) wyznaczony stosunek g/kvraz z niepewritia pomiarova,

7) poréwnanie z tablicowwartcia e/ks,
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